Multifunkcni tester soucastek
LCR-TC1
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Popis:

160x128 TFT displej

LCR a tranzistorové
testovaci pole

Testovaci pole
Zenerovy diody

Specifikace:
I I e

Prijimac IR signalu
Tlacitko multifunkcniho
testovani

Micro-USB nabijeci konektor

Kontrolka stavu nabijeni

hFE (DC zesileni proudu), Ube (napéti baze—emitor), Ic (kolektorovy

BJT - proud), Iceo (kolektorovy proud pfi oteviené bazi), Ices (zkratovy
kolektorovy proud), Uf (propustné napéti ochranné diody)
dioda propustné napéti < 4.50V | Propustny ubytek napéti, kapacita prechodu, zavérny svodovy proud Ir

dvojita dioda

Propustné napéti

Zenerova dioda

0.01-4.50V
(oblast testu tranzistoru)

0.01-20V
(oblast Zenerovy diody)

Propustny Ubytek napéti, prlrazné napéti v zavérném sméru

Cg (kapacita hradla), Id (drenovy proud), Vgs (prahové napéti hradlo—

JFET - zdroj), Uf (propustné napéti ochranné diody)

IGBT - Drenovy proud Id pfi Vgs, propustné napéti ochranné diody Uf
Prahové napéti Vt, kapacita hradla Cg, odpor v sepnutém stavu Rds,

MOSFET - . - -
propustné napéti ochranné diody Uf

tyristor spoustéci proud hradla <6 Napéti sepnuti hradla

mA

triak - Napéti sepnuti hradla

kondenzator 25 pF—-100 uF Kapacita, ESR (ekvivalentni sériovy odpor), ztraty (Vloss)

rezistor 0.01-50 MQ Odpor

indukcnost 0.01mH-20H Indukénost, DC odpor

baterie 0.1-45V Napéti baterie, polarita




Funkce:

Tester tranzistoru:

e Automaticka detekce bipolarnich tranzistorl NPN a PNP.

o Automaticka detekce N-kanalovych a P-kanalovych MOSFETU, JFET(, diod (véetné dvojitych diod).
e N-a P-IGBT, rezistor(, induktor(l, kondenzator, tyristor(, triakl

e Baterii (0,1-4,50 V).

e Automaticka detekce Zenerovy diody (0,01-20 V).

e Vlastni test s automatickou kalibraci.

IR dekodér:

e Podpora IR kddovani Hitachi.
e Zobrazeni pribéhu IR signalu.

Ostatni:

o Vysledky méreni se zobrazuji na grafickém TFT displeji (160x128).
e Automatické vypnuti (nastavitelny ¢asovy limit).

e Vestavéna nabijeci Li-ion baterie.

o Detekce napéti Li-ion baterie na 160x128 TFT displeji.

Upozornéni: Vestavéna Li-ion baterie - tester je pfisné zakdzdno ponorovat do
vody nebo pouzivat v blizkosti zdroju tepla.

Upozornéni: Z bezpecnostnich dlvodu vzdy dodrzujte zasady pouzivani a
bezpecnostni opatieni pro Li-ion baterie.

Zapnuti:

Kdyz je zafizeni vypnuté, kratce stisknéte multifunkéni
tla¢itko. Tester se zapne a automaticky zahdji méreni. M-Tester
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Detekce tranzistoru a LCR:

Ve vypnutém stavu nebo po dokondeni testu vloZte souc¢astku do oblasti pro test tranzistord v patici, stisknéte
aretacni packu a kratce stisknéte multifunkéni tlaéitko. Po dokonceni testu tester automaticky zméfti soucdstku a

graficky zobrazi vysledky méreni.

Upozornéni: Pfed pripojenim ke zkouSecce vzdy vybijejte kondenzatory. Jesté
pred zapnutim by mohlo dojit k poskozeni testeru.

Upozornéni: Nedoporucuje se pouzivat tester k méreni baterii. Napéti baterie
musi byt mensi nez 4,5V, jinak mlze dojit k poskozeni testeru.
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Detekce Zenerovy diody:

Kdyz je zafizeni vypnuté nebo je test dokoncen, vlozte Zenerovu diodu do oblasti pro test Zenerovy diody, stisknéte
aretacni packu a kratce stisknéte multifunkéni tlacitko.

M-Tester

Upozornéni: Nevkladejte soucastky do oblasti
pro test tranzistor(, jinak nebude mozné

K .
Zenerovu diodu otestovat.

*‘ Uf=726mV

A

IR dekodér:

Po dokonceni testu soucastky namirte infracerveny dalkovy ovladac na otvor testu ,,IR“ na testeru a stisknéte tlacitko
na ovladaci. Po Uspésném dekddovani tester zobrazi uZivatelsky kod, datovy kod a odpovidajici infracerveny pribéh.

Pokud dekdédovani selze, uzZivatelsky kéd ani datovy kéd se nezobrazi. Jste-li v testovacim rozhrani, nelze vstoupit do
rozhrani IR dekédovani; jste-li jiz v rozhrani IR dekdédovani, zlistane zobrazena posledni Uspésné dekddovana
informace.

M-Tester
Upozornéni: Tento dekodér podporuje pouze
IR Decoder infracervené kédovani ve formatu Hitachi.
Il ‘ Iif ‘ Il \ ] Ostatni formaty nejsou podporovany.

UserCode: 00BF
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Automaticka kalibrace:

Propojte zkratem tfi testovaci zdirky (1,2,3), kratce stisknéte multifunkéni tlacitko a tester se automaticky zkalibruje.

Béhem kalibrace neni tfeba provadét Zzadné dalsi operace, pouze na vyzvani, podle pokyn(, odpojit zkratovaci vodic.
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Isolate Probes !

Vypnuti, baterie a nabijeni:
Vypnuti:

Automatické vypnuti po ¢asovém limitu. Po dokonéeni testu soucastky nebo infraerveného dekddovani se tester po
uplynuti nastaveného ¢asu automaticky vypne (prodleva pfiblizné 30 sekund). Po vypnuti je odbér v pohotovostnim
rezimu <1uA.

\¥4 7 ]
Napeéti baterie:
Pred kazdym mérenim soucdstky se zkontroluje a zobrazi napéti vestavéné lithiové baterie. Pokud je napéti baterie
nizsi nez 3,1V, zafizeni se nucené vypne. V takovém ptipadé baterii nabijte.

M-Tester

[ Vbat = 3.1V]

Nabijeni:
Nabijeci rozhrani je standardni Micro USB. K nabijeni pouZijte externi 5V USB nabijecku nebo napajeni z USB portu.
Cervena kontrolka znamena probihajici nabijeni, zelena znamena, Ze nabijeni je dokonéeno.



FAQ a znamé chyby:

FAQ:

Nelze zapnout lithiova baterie je vybita nabijejte, dokud se kontrolka nerozsviti zelené.

Nepiesna méreni - provedte novou kalibraci.

Znamé chyby a nevyresené problémy:

1. U germaniovych tranzistord maze byt vlivem vysokého zbytkového proudu naméreno pfilis vysoké proudové
zesileni. V takovém pripadé bude napéti baze-emitor velmi nizké.

2. Reverzni kapacitu vykonovych Schottkyho diod, napfiklad MBR3045PT, nelze méfit, je-li pfipojena pouze
jedna dioda. Davodem je pfilis velky zbytkovy proud této diody. Nékdy pomUZe ochlazeni souéastky,
napftiklad chladicim sprejem.

3. U triaku nelze zkoumat diodovou funkci hradla.

4. U JFETU nemusi byt spravné rozpoznany vyvody Source a Drain, protoZe struktura polovodice je symetricka.
Problém poznate tak, Ze displej ukazuje stejné zapojeni i parametry i po zaméné vyvodl Source a Drain.

5. Vystupni proud testeru je 6 mA a napéti mensi nez 5 V. Vysoce vykonové IGBT, tyristory a Darlingtonovy
tranzistory, které vyZaduji vy$si proud nebo vyssi budici napéti, nemusi byt mozné zméfit. Bezjadrové civky a
vykonové induktory nelze pfimo méfit na indukcénost; doporucuje se zkusit sériové zapojeni. U kondenzatoru
mensich nez 20 pF je doporuceno testovat kondenzatorem 20 pF.



